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Beslut
Patent- och registreringsverket (PRV) avslar er patentansdkan.

Bakgrund
Gdllande patentkrav
Detta beslut giller de patentkrav som inkom till PRV 2013-02-22.

Uppfinningen

Den patentsokta uppfinningen avser en diodliknande struktur i en via. Syftet
med uppfinningen &r att integrera en limiter-diod f6r ESD-skydd i en via eller
att integrera en fotodiod i en via {6r kunna tillverka stora arrayer med
fotodioder.

Sokandens argument i sammanfattning

Sokande anger i sitt svar av den 2013-02-22 att uttrycket en “diodliknande
struktur” har tagits bort fran kravet 1 samt att de tidigare kraven 2, 3 och 4 har
forts upp i krav 1. Vidare anges att motsvarande dndringar har gjorts i kraven 7
och 8. Stkande menar att med dessa dndringar torde anméarkning pa bristande
stdd i den ursprungliga ansdkan vara atgirdad.

Skiil till beslutet
Er patentanstkan avslas eftersom den inte uppfyller patenterbarhetsvillkoren
enligt 13 § Patentlagen.

Ni har begirt att denna ansokan skall avdelas ifran den fullfoljda
internationella patentansokan 0801620-6 av den 2008-10-30 med internationell
ingivningsdag av den 2007-01-31. Det innebdr att om nuvarande ansdkan skall
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kunna tillgodogora sig den internationella ingivningsdagen maste uppfinningen
i nuvarande anstkan framga av den fullfoljda ansokan.

For att den avdelade ansokan skall riknas som avdelad maste den ha fullt stod
i den fullféljda ansOkan enligt de krav som stillsi 11 § PLLochi 13 § PL.

Som framgar av foreldggandet ifrdan PRV av den 2012-02-22 saknade
uppfinningen enligt kraven av den 2011-04-20 stdd enligt 13 § PL.

I ert svaromal av den 2013-02-22 ingavs nya patentkrav.

Dessa patentkrav har dndras sa att uttrycket “en diodstruktur foreldgger” har
tagit bort fran kravet 1. I &vrigt har inga dndringar av de sjdlvstindiga kraven
gjorts.

PRYV har funnit att kraven av den 2013-02-22 saknar fullt stdd i den fullfljda
ansokan. I den fullfoljda ansdkan 0801620-6 anges i kraven 11-14 att vian
skall vara dopad genom att ett dopat skikt skall vara anordnat vid eller i vian
for att skapa en diodstruktur. Kraven 1-10 i denna fullfljda ansdkan anger inte
nagon diodstruktur. I beskrivningen i den fullf6ljda ansdkans visas pa sidan 9
rad 9-32 en utféringsform med en struktur med en dopad via {or att skapa en
diod. Det anges i den utféringsformen att en diod kan integreras i vian genom
att ett dopat skikt av polykisel anordnas i vian. I beskrivningen i den fullf6ljda
ansoOkan finns inte nagra fler utforingsformer med diodstrukturer i vior.

Det sjalvstindiga kravet 1 av den 2013-02-22 anger en halvledaranordning
med en via med en P/N-6vergang och ett litet hgdopat omrade. Det
sjilvstandiga kravet 5 av den 2013-02-22 anger en metod att integrera en diod i
en kiselskiva dir skivan forses med sma hogdopade omraden i vian. Bada
kraven 1 och 5 anger i sin nuvarande form att ett litet hogdopat omrade finns
anordnat i vian. I den fullfoljda ansokans beskrivs pa sidan 5 rad 26-sidan 6
rad 31 i beskrivningen en utféringsform med vior innefattande "hégdopade
sma omraden”. Det anges inte i denna utforingsform att en P/N-6vergang eller
att en diod kan integreras i vian. Det som anges i kraven 1 och 5 innebir en
generalisering fran enstaka utféringsexempel pa ett sitt som inte dr tillatet och
kan dirfor inte godtas enligt 13 § PL.

Det sjélvstindiga kravet 4 av den 2013-02-22 anger en metod atti en
kiselskiva integrera en diod i en via genom att anordna ett lagresistivt skikt i
Oppningar i ett hogresistivt skikt. I den fullfoljda ansdkans beskrivning pa
sidan 7 rad 33 - sidan 9 rad 7 visas de olika metodstegen fOr att skapa en via
enligt kravet. Varken i kraven eller i beskrivningen i den fullf6ljda anstkan
anges en utforingsform enligt vad som anges i nuvarande kravet 4 dér en diod
ar integrerad i vian. Det som anges i kravet 4 innebér en generalisering fran
enstaka utforingsexempel pa ett sitt som inte ir tillatet och kan dérfor inte
godtas enligt 13 § PL.

Eftersom kraven 2-3 hiinvisar till det sjdlvstdndiga kravet 1 och kraven
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héinvisar till de sjédlvstdndiga kraven 4-5 uppfyller kraven 2-3 och 6-8 inte
heller de krav som stélls pa stoéd i 13 § patentlagen.

Samtliga krav 1-8 saknar alltsa stod enligt 13 § patentlagen och kan dérfor inte
patenteras.

Beslutande

Rune Bengtsson
Patentexpert Foredragande

Fredrik Wahlin
Patentingen;jor

Hur man overklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill overklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni 6verklagar
och vilken #ndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tva méanader fran beslutsdagen, annars kan 6verklagandet inte
provas. PRV skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten for
provning, om PRV inte dndrar beslutet pa det sitt ni har begirt. Overklagandet
ges in till:

Patentbesvirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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FATENTXRAV:

i, Halviederanendning innefatiands oft dopat shbveubstest 70 1310 130 500)
e shler { vitkot der Bnns et motsatt dopat shkiks (725 122; 139} anuedost ok

st en vie [T6; 140 192 202) som sirfcler sip penom skiveubstrate!, wiken
wiw wtflr § elekirisk Sirbindelse med enders av siovsubsivsdel sifer det motsatt
dopade sheifetat,

kinnetecksad av

&t vien visentigen bestdr av sidvnativimstetial, ool nefatzar et
litet higdopat omride (72] av { Brhiliande 8 vian motsatt dopst material § yian

av vian, och sy att
vign &r pedapad ook slelletet § sller 28 vian & n-dopat, eller ot
vian & n-dopaid ooh shibet § eller pd vian & p-dogat.

£, AROraning onigy krav 1, car gen i den u g Mottt SSiamna nden av vian

Bareligger en saetallbontaks, som &r kopplad 8 van vin off comrdde 9 av
material, som har samma dopning som vian.

3. Anordaing el ndget av kraven 1-2, d&r diofsrrukboren atgdre av
SRIVEUDAITRIET 0N deT DR A00ER ATMTURALe SHIEteE, o0 R WAy viorme endast
uigdr Brvindeise nvelng setvany fraen- ooh bakaida, varvid dot finne
mstalipaddar {84 s kopplar sannmoan dindstraldaren med vianfvioma. .

& En metod B alt integrers en dicd | oo kiselshden, innefatiands
uiibandahiBlande av o dopad Agresistiv akiva [TOF sSom haw ot
motsett dopet hgrosistivt skike {153 p& toppsyy,
spphicering av en mask med ottt méneter {154] som innefattar hal
{150 176} | onasken somn deflisierar storlsken och Sget av vion

idprenistive akiktet {153, varigenoen Brdjapningar {166} dppnas upp § sldvan:
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Blining av de Sppoade ndlen (15060 176) med samma elier
Atninstone Rlooands Mgresiabivt materis) som § skiven:

sistng ay spie (T8 Fén baksidan av skivan;

fyllning av apdoen (FH med ot leokovande matorial (A0 varvil de
fyifda spdren Midar {solerande innesiutuingar B vor {78

siablerande av en konteky reellan det hogresistiva skikter (150 och
viornx {F8} ool att vian pdopan och skdktot § olior pd san n-dopas, elier sit
vimn re-ddopas och skikee: { oller pd vian podonas.

a tilllandahdlls sn dopad lagresiativ slkive {150

ait shvas fBrees med higdopsde sasd smedden (72§

St webnata s gda av skiven B ot definiers wor som omsiufer de
bedpdusprade usdnleus (T3;

cisning av spar {82 fedn balsddan sy sbivan mnligt mofnsteet:

Hlindng av sphven {183} med ot solerande material; varvid dy follda
wpdaen bibdar swlerands rowsluiningsr B vier 78], ook vervid en diedstrgkbag
bildas ayv, orh ot wian p-depas och shiltet § eber pd vian n-depsas, sller st vian
ndapas och skilotet § eller pé vias p-dopas.

6. Metod enligh loonw ¢ sller 5, diir den dopads vian Sstedkonmess genoy aft

skivasnterinlet som Hilherdabdfios S allor gles Mgresistive genom
dopeing:

apds (L52) otvas Hher shivasss bukeils rron e Dolg vARSD gRUHEs
slddonrs e att Hithoodabhdla teodorsnde mneslviningas von defintarar de
skivgenomgiende anshundngarna {140; 193

apfren frile mod ineloraide materiad {133);

skiwans foanodds slipas 8r att exponera det solerande materialet «§
g8 de genraniganls ansiinmgana sKapas.

¥, Mited snliet keav 6, dir det motsart dopade skiktet dstaditnmmes gsram
mdrstrizg med on mask ooh ssning av Redhamdngar {206} genom toppekikiet
weht nerd o d visoaterialet, varafier polykined [208) pdfSes genom maghen och
dopas.
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&, Metod enligh ndges av kray 4-7, 480 material sob dopning vals s& alt ¢n
frerutiod Sstathorumes.



